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].  はじめに 

方向性 8  多 珪素鋼板 (Grai 卜 Oriented  3  %  Silicon  Steel  '@  G.O.)  とは (110)(O01  コ 

方位すなわち 圧延方向 に 磁化容易 軸 C001 コ をもら，圧延面が (110) 面に平行な結晶方 
位のまわりに 集積した結晶 粒 組織をもっ多結晶体であ る。 また鋼板に等 万的 張力を生じさ 
せるために鋼板ょり 熱 膨脹係数の小さい glass 一 film を鋼板表面に 形成させた複合歓磁性 
材料 く ⅠⅠ。 く 0 ・Ⅰ Oe) であ る。 

G.O. は主としで 七 カ変換，伝送装置の 磁心として用いられるので 商用周波において 小 

さな励磁電流でしかも 高い磁束密度で 作動でき，かつ 磁化過程でのエネルギー 損失 
(W, が 和く 1.0wat レ乍 9) および磁歪 ( ム せⅠ せく 3x10-6) の か きいことが要求される。 

G.O. の他の軟磁性材料と 異なる点は結晶磁気異方性エネルギー (4X105e,g 勾 ) 飽 
和磁歪 ( ス 100=27x10-6) 共に大きいことであ る。 それ 蜘 c180 。 磁壁移動のみによる 

磁化かっ磁化に 関与する活動磁壁数を 多くすること (180 。 磁壁間隔の細分化 ) が 低 鉄損 
低 磁歪 G.O. 捷 発の必須条件であ る。 レーザー照射技術 は   細分化に関するものであ る。 

2. レーザー照射による 18 ㏄磁壁間隔細分化技術の 開発 

0. 0. 鉄旧機 冊の研究 Cl コ G 。 O. 工業成品の 歪取 焼鈍技術の研究 

@ 中 

く (110) C001 コ方位 N. 枯 皮の向上 ノ 歪の逆利用の 発想 

く 活動磁壁敬の 増加 ノ 

局部的 歪 狩人による 

鉄 % 減少効果の発明 

    Ⅱ 部歪 による鎌田減少 散 描の研究 W2 コ 

く 反転磁区の形成 ノ 
く 180 。 磁壁間隔の細分化 ノ 

実用化研究Ⅲ 実用化研究 (2) 
機械的万法 
    ボールペンスクラッチに 3 コ   Laser ラ仁 @c よ                                           

Q 一 Switched ぬ Ⅰ け Laa<@r に よ る探索研究 
2.  ボールベアリンバ 

8. 悠理ロール 高速パルス発振               Laser 
による非接触法 C4 コ， C5 コ 
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dl 「ⅠⅠ た 1 井口Ⅰ ァ目 lC 甘 I Ⅰ ゲ宇 。 Ⅰ 壊 Ⅰ 甘 た りれ Ⅱ 臆 Ⅰ 

8che Ⅱ 巨れ Ⅰ lc  dlS 宙 Ⅰ lbU も lon  Of  S も reSS 
due  to  baIl-poln も -pen  ざ cra 亡 chlng. 

R も お エあ verSe  CeS  dUe  domlalnS  も 0  laSe appeared  て -lr 丁 卑て Ⅰ near 1 みも lon. Schematic@ diagram@of@ laser- 
i,r 記 iation on specimen. 
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